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АННОТАЦИИ� ABSTRACTS

ПРИНЦИПЫ�ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ�КЭШ-ПАМЯТИ�В�ИЕРАРХИЧЕСКИХ�
КОМПЬЮТЕРНЫХ�СИСТЕМАХ�ДЛЯ�РАБОТЫ�С�МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ�
ПРИЛОЖЕНИЯМИ
Часть�1.�Назначение�и�структура�кэш-памяти
В статье проводится анализ применения кэш-памяти в компьютерных системах, осо-
бенности функционирования систем с кэш-памятью и без нее, указывается обосно-
вание использования специализированной памяти для увеличения быстро действия, 
приводятся ключевые термины и понятия, описывающие принципы функциониро-
вания кэш-памяти и рассматриваются особенности различных типов кэшей.

Ключевые�слова: кэш-память, процент попаданий, процент промахов,  строка 
кэша, полностью ассоциативный кэш, наборно-ассоциативный кэш, кэш пря-
мого отображения.

Сведения�об�авторе:
Кравцов Александр Сергеевич, АО «Научно-исследовательский институт 

молекулярной электроники», 124460, Россия, г. Москва, Зеленоград, 
ул. Академика Валиева, д. 6/1,  e-mail: akravtsov@niime.ru

CACHE MEMORY FUNCTIONING PRINCIPLES IN HIERARCHICAL COMPUTER 
SYSTEMS FOR WORKING WITH MULTIMEDIA APPLICATIONS
Part�1.Functions�and�structure�of�the�cache
In that part of article analyzes the use of cache memory in computer systems, features 
of the functioning of systems with and without cache memory, justify for using specialized 
memory to increase performance, provides key terms that describe the  principles 
of functioning of the cache memory and describes the features of various types of caches.

Keywords:�cache, cache memory, cache hit, cache miss, cache line, fully associative 
cache, N-way set associative cache, direct mapped cache.

Data�of�author:
Kravtsov Aleksandr Sergeevich, Stock Company “Molecular Electronics Research Institute”, 

6/1, Akademika Valieva street, Zelenograd, Russia, Russia, 124460,
 e-mail: akravtsov@niime.ru

РАЗРАБОТКА�СХЕМЫ�RSSI�С АВТОМАТИЧЕСКОЙ�КОМПЕНСАЦИЕЙ�
ВЫХОДНОГО�СМЕЩЕНИЯ�В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ�БАЗИСЕ�90�НМ
В  работе представлена методика проектирования детекторов уровня принимае-
мого сигнала с  автоматической коррекцией выходного смещения, построенных 
на основе логарифмического усилителя с емкостной развязкой и гальванической 
связью. Описан принцип процесса логарифмирования схемы последовательного 
детектирования. Схемы разработаны в  технологическом базисе «Микрон» 90 нм 
(HCMOS10_LP CMOS 90 nm).  Представлена структурная схема и усилители-детекторы.

Ключевые�слова: RSSI, логарифмический детектор, АЦП, широкий динами-
ческий.
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DESIGN�PROCEDURE�OF�90�NM�RSSI�WITH�DC�OFFSET�AUTOMATIC�
CORRECTION
The paper presents design procedure of received signal strength indicator with DC-offset 
automatic correction based on a logarithmic amplifier with capacitive and galvanic 
isolation. Progressive-compression parallel-summation signal processing are described. 
Devices are developed Mikron 90 nm technology (HCMOS10_LP CMOS 90 nm). The block 
diagram and amplifier-detector are presented in the article.

Keywords:�RSSI, logarithmic detector, ADC, wide dynamic range.
Data�of�authors:
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ОСОБЕННОСТИ�ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ�ПРАВИЛ�ПРОЕКТИРОВАНИЯ�
ДЛЯ БИБЛИОТЕК�ЦИФРОВЫХ�СТАНДАРТНЫХ�ЯЧЕЕК
В  статье описываются дополнительные методологические проверки MRC 
(Methodology-Rules-Checks) для библиотек цифровых стандартных ячеек DDK 
(Digital-Design-Kit), которые позволяют стандартизировать топологическую кон-
струкцию ячейки, описать требования к  трассировке и  стыковке ячеек при сборке 
в функциональный блок.

Ключевые�слова: методологические проверки, MRC, граница ячейки, трасси-
ровочная сетка.
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FEATURES OF ADDITIONAL DESIGN RULES FOR DIGITAL STANDARD 
CELL LIBRARIES
The article describes additional methodological checks MRC (Methodology-Rules-Checks) 
for digital standard cell libraries DDK (Digital-Design-Kit), which allow you to standardize 
the topological design of the cell, describe the requirements for tracing and joining cells 
when assembling into a functional block.
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АННОТАЦИИ� ABSTRACTS

ТЕРМОАКТИВАЦИЯ�КАК�МЕТОД�АНАЛИЗА�МАТЕРИАЛОВ�
ДЛЯ БИОЭЛЕКТРОНИКИ:�НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ�ГИДРОКСИАПАТИТ�
КАЛЬЦИЯ�Са10(РО4)6(ОН)2
В  интервале температур 310–600 К исследована температурная зависимость термо-
стимулированных токов (ТСТ) нанокристаллического стехиометрического гидрокси-
апатита кальция Са10(РО4)6(ОН)2 (ГА) (НКГА)  – аналога неорганической компоненты 
костной ткани, перспективного материала для устройств биоэлектроники, синтези-
рованного в биомиметических условиях. Продукты синтеза идентифицированы мето-
дами физико-химического анализа (РФА, ИКС, ДТГ, ДСК, ЭСХА, СЭМ, ПЭМ) и проанали-
зировано влияние степени дисперсности НКГА и условий синтеза на ТСТ.

Ключевые� слова: гидроксиапатит, биоэлектроника, синтез, свойства, термо-
стимулированные токи.

THERMOACTIVATION AS AN ANALITICAL METHOD 
FOR�BIOELECTRONIC�MATERIALS:�NANOCRYSTALLINE�CALCIUM�
HYDROXYAPATETE�Са10(РО4)6(ОН)2
In temperature region 310–600 К the thermostimulated currents (TSC) dependence of 
nanocrystalline stoichiometrical calcium hydroxyapatite Ca10(PO4)6(OH)2 (HА) (NCHA)  – 
an analog of bone tissue, perspective material for bioelectronics devices synthesized 
in biomimetic conditions was investigated. The synthesized products were identified with 
methods of physical and chemical analysis (XRay, IKS, DTG, DSK, ESCA, SEM, PEM) and 
effect of HCHA degree dispersion on TSC were analysed.

Keywords:�hydroxyapatite, bioelectronics, synthesis, properties, thermostimulated 
currents.

ИССЛЕДОВАНИЕ�ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ�ХАРАКТЕРИСТИК�МЕМРИСТОРНЫХ�
СТРУКТУР�НА�ОСНОВЕ�НИТРИДА�КРЕМНИЯ
В статье проведено исследование времени хранения заряда в мемристоре на  основе 
Si3N4. Определены профиль распределения ловушек в запрещенной зоне Si3N4, 
их энергия и концентрация.

Ключевые�слова: мемристор, нитрид кремния, хранение информации, энергия 
ловушек, концентрация ловушек.
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FEATURES OF ADDITIONAL DESIGN RULES FOR DIGITAL STANDARD 
CELL LIBRARIES
In this article, a study was made of the charge storage time in a memristor based on Si3N4. 
The distribution profile of traps in the band gap of Si3N4, their energy and concentration 
are determined.
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ОПЫТ�КОРРЕКЦИИ�ЭФФЕКТОВ�БЛИЗОСТИ�ПРИ�ФОРМИРОВАНИИ�
ИЗОБРАЖЕНИЯ�ТОПОЛОГИЧЕСКОГО�РИСУНКА�ИС�НА�ФОТОШАБЛОНЕ�
МЕТОДОМ�ЭЛЕКТРОННОЙ�ЛИТОГРАФИИ
Представлен опыт разработки технологии проектирования дизайна фото шаблона, 
основного инструмента литографического процесса, с целью обеспечения гео-
метрической формы топологических элементов, максимально приближенной 
к  проектным данным.

Ключевые� слова: фотошаблон, электронно-лучевая литография, коррекция 
 эффектов близости, дифференциация дозы экспонирования.
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TOTAL�IONIZING�DOSE�hardening�OF�CMOS�SOI�Integrated�circuits�BY�
APPLYING�CONTROLLed�NEGATIVE�SUBSTRATE�BIAS�VOLTAGE
The document presents the experience of developing the design technology of photomask 
design, the main tool of lithographic process implementation, applied in order to ensure 
the necessary geometric shape of topological elements which is as close to the design data 
as possible.
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ФОРМАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ�ВОПРОСЫ�КОННЕКЦИОНИЗМА�
И АКТУАЛЬНЫЕ�ПРОБЛЕМЫ�РАЗРАБОТКИ�НЕЙРОМОРФНЫХ�СИСТЕМ
Обсуждаются и уточняются понятия коннекционистской К-системы (и нейроморф-
ной НМ-системы). Отмечено важное значение феноменов коллективной нелиней-
ной динамики на нагруженном графе. Наше понимание НМ-системы восходит 
к исходному определению Карвера Мида. Впервые вычленены признаки К-системы, 
указывается на её априорный характер, т.е. невозможность строгого определения, 
однако таковое предложено на языке теории множеств. Посредством представления 
о филактерии оттеняется технологический аспект К-системы и более широкий кон-
текст инженерии НМ-систем. Приведены примеры.

Ключевые� слова: общая теория систем, бионика, нелинейная динамика, 
 коллективное поведение, коннекционизм, интеллект.
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FORMAL AND PHILOSOPHICAL ISSUES OF CONNECTIONISM 
AND�ACTUAL�PROBLEMS�OF�NEUROMORPHIC�SYSTEMS�DESIGN
The concepts of the connectionistic C-system (and neuromorphic NM-system) are 
discussed and refined. The importance of the phenomena of collective nonlinear dynamics 
on a loaded graph is noted. Our understanding of the NM-system goes back to the original 
definition of Carver Mead. For the first time, the features of the K-system are isolated, 
its aprioristic nature is indicated, ie, the impossibility of a strict definition, but such is 
proposed by means of set theory. Through the concept of phylactery, the technological 
aspect of theC-system and the broader context of the engineering of NM-systems are 
emphasized. Examples are given.

Keywords:�general system theory, bionics, nonlinear dynamics, collective behavior, 
connectionism, intelligence. 
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ПОВЫШЕНИЕ�СТОЙКОСТИ�КМОП�КНИ�МИКРОСХЕМ�К�ДОЗЕ�РАДИАЦИИ�
МЕТОДОМ�ПОДАЧИ�НА�ПОДЛОЖКУ�УПРАВЛЯЕМОГО�ОТРИЦАТЕЛЬНОГО�
НАПРЯЖЕНИЯ
Рассмотрено влияние отрицательного напряжения, подаваемого на подложку 
КМОП КНИ микросхем, на их радиационно-индуцированный ток утечки. Предло-
жена методика ограничения радиационно-индуцированного тока утечки управляе-
мым отрицательным напряжением смещения подложки. Рассмотрены особенности 
конструкции генератора управляемого напряжения смещения подложки, предна-
значенного для использования в составе микросхем с повышенной радиационной 
стойкостью. Приведены результаты исследования образцов КМОП КНИ микросхем, 
показывающие эффективность применения генератора управляемого напряжения.

Ключевые� слова: КНИ, влияние дозы радиации, отрицательное напряжение 
подложки, генератор смещения подложки.
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TOTAL�IONIZING�DOSE�hardening�OF�CMOS�SOI�Integrated�circuits�BY�
APPLYING�CONTROLLed�NEGATIVE�SUBSTRATE�BIAS�VOLTAGE
The influence of negative substrate bias voltage on the radiation-induced leakage current 
of CMOS SOI integrated circuits is considered. A technique for limiting the  radiation-
induced leakage current by controlled negative substrate bias voltage is proposed. The 
design features of the controlled substrate bias voltage generator intended for use as 
part of radiation hardened integrated circuits are considered. The results of the study of 
CMOS SOI integrated circuits samples showing the efficiency of the substrate bias voltage 
generator are presented.

Keywords:�SOI, total ionizing dose (TID) effects, negative substrate bias, substrate 
bias generator.
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